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Солнечные элементы на основе кристаллического кремния доминируют на рынке фотоэлектрических систем для наземного применения [1]. Процесс изготовления кремниевых ФЭП состоит из нескольких основных технологических операций [2], одной из которых является контактная металлизация.
На сегодняшний день металлизация кремниевых ФЭП осуществляется методом трафаретной печати серебросодержащих паст. Хотя эта технология хорошо зарекомендовала себя высокой производительности и простотой процесса, она имеет существенные недостатки, а именно: ограничения по размеру токопроводящих гребенок и высокую стоимость серебряной пасты. В связи с этим, существует актуальная задача, поиска альтернативного сырья для металлизации контактной сетки, одним из которых может стать Cu [3]. Главный недостаток Cu ее диффузия в кремний, что ведет к образованию в нем рекомбинационных центров.  Поэтому процесс электрохимического осаждения меди, включает в себя разработку диффузионного барьера, исключающего этот процесс.  
В данной работе в качестве тонкого дополнительного подслоя были исследованы различные металлы. В ходе экспериментов было выявлено, что использование некоторых металлов в качестве подслоя на ITO оказалось неприемлемым из-за невозможности удалить дополнительный подслой без повреждения ITO или его низкой электропроводности. Наиболее подходящими для дальнейших исследований были выбраны медь и никель.
Исследования медного слоя показали невозможность его использования, в качестве дополнительного подслоя, в виду низкой адгезии к ITO. Образцы с никелевым подслоем, несмотря на наличие многочисленных дефектов, позволяют сформировать медную контактную сетку гетероструктурного ФЭП и демонстрируют хорошую адгезию к ITO. Снимок фотолюминесценции, полученного образца ФЭП на никелевом подслое, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 Снимки фотолюминесценции образцов с никелевым подслоем.
В проделанной работы было показано, что из-за низкой проводимости ITO непосредственное электрохимическое осаждение медной сетки происходит неравномерно. Для получения более однородной контактной сетки необходимо использовать дополнительный металлический адгезионный подслой. На осгове полученных результатов, для дальнейших исследований был выбран никелевый подслой, который обладает хорошей проводимостью и достаточной адгезией к поверхности ITO.
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